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(57)  약

본   마  프 등  결  결함  도가 낮고, 스 하  경우에  수 , 

능  할 수 는 양질  탄 규  단결   탄 규  단결  웨  공하는 것 , 시드 결 과 

 결  계   향  후에  순  가 원  도  비  5  내  하고, 또한 시드 결  근

  결  순  가 원  도  2×10
19
cm

-3 
상, 6×10

20
cm

-3
 하  한다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

순  가 원  도가 2.2×10
19
cm

-3
 상  시드 결 과 시드 결  에 한  결  루어지는

탄 규  단결 , 상   결  어도 시드 결  근  역  순  가 원  도가 2×10
19
cm

-3

상, 6×10
20
cm

-3
 하 , 또한, 시드 결 과  결  계  후에 어  순  가 원  도가 

 것과 낮  것  비(고 도측 결  도/ 도측 결  도)가 5  내  것  특징  하는 탄 규

단결 . 

청 항 2 

1항에 어 , 상  시드 결  근  역  시드 결 과  결  계   결  측에 께 0.5

㎜ 내  역  것  특징  하는 탄 규  단결 . 

청 항 3 

1항에 어 , 상  순  가 원  도가  것과 낮  것  비가 2  내  것  특징  하는 탄

규  단결 . 

청 항 4 

1항에 어 , 상  순  가 원  도가  것과 낮  것  비가 1.5  내  것  특징  하는 탄

규  단결 . 

청 항 5 

1항에 어 , 상  시드 결  근  역  순  가 원  도가 5×10
19
cm

-3 
상, 6×10

20
cm

-3
 하  것

 특징  하는 탄 규  단결 . 

청 항 6 

1항에 어 , 상  시드 결  근  역  순  가 원  도가 1×10
20
cm

-3 
상, 6×10

20
cm

-3
 하  것

 특징  하는 탄 규  단결 . 

청 항 7 

1항에 어 , 상  순  가 원 가 질  것  특징  하는 탄 규  단결 . 

청 항 8 

1항에 어 , 주  폴리타 프가 4H  것  특징  하는 탄 규  단결 . 

청 항 9 

1항에 어 , 시드 결  근  역  한  결  가공한 {0001}  8˚ 프 웨 에  

는 각  에 한 에치 피트 도  합계가 1×10
4
cm

-2
 하  동시에, 마  프  도가 10개cm

-2

하  탄 규  단결 . 

청 항 10 

1항에 어 , 시드 결  근  역  한  결  가공한 {0001}  8˚ 프 웨 에  

는 각  에 한 에치 피트 도  합계가 5×10
3
cm

-2
 하  동시에, 마  프  도가 5개cm

-2

하  탄 규  단결 . 
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청 항 11 

1항 내지 10항  어느 하  항에 재  탄 규  단결  시드 결  근  역  한  결

가공하여 루어지는 탄 규  단결  웨 , 경  75 ㎜ 상, 300 ㎜ 하 , 에지  역  

한 폴리타 프는 4H  것  특징  하는 탄 규  단결  웨 . 

  

 술  야

본   등  결  결함  고, 결  질   탄 규  단결   탄 규  단결  웨 에 한[0001]

것 다.

 경  술

탄 규 (SiC)는 2.2 내지 3.3 eV   (禁制) 역  가진 드 드 갭 도체 다. 래에 SiC는 그[0002]

우수한 리 , 학  특  내 경  도체 재료  연  개  실시 어 는 , 근에는 청색

에  에 걸친 단   스, 고주  치, 고내압·고   스  재료  SiC

가  주  고  ,  연  개  하게  루어지고  다.  그러 ,  지 지  SiC는  양질

경(大口徑) 단결  하  어 다고 생각 었고, 그것  SiC 스  실  해해 다. 

래, 연 실 도  규 에 는,  들  승  재결 ( 리 )  도체   가능한 [0003]

SiC 단결  얻었다. 그러 ,  는 얻는 단결   고, 치수, 상 그리고 결 다 (폴리타

프)(polytype)  순  캐리어 도  어도 하지 않다. 

한편, 학 상 (CVD: Chemical Vapor Deposition)  하여 규 (Si) 등    에 헤  에[0004]

피  시킴 ,  SiC 단결  시 는 것도 실시 고 다.  는  단결

 얻  수 , SiC  Si  격  치가 약 2O%  는 등  하여 많  결함 (~10
7
/cm

2
)  포함하는

SiC 단결  에 시 지 못하고, 고 질  SiC 단결  얻  수 없었다. 

러한  해결하  하여, SiC 단결  웨  시드 결  사 하여 승  재결  실시하는 개[0005]

량  리  안 어 다(비특허 헌 1).  개량 리  사 하 , SiC 단결  결 다 (6H ,

4H , 15R  등)  상, 캐리어   도  어하  SiC 단결  시킬 수 다. 

재, 개량 리  한 SiC 단결 , 경 51 ㎜(2 치)에  100 ㎜  SiC 단결  웨[0006]

라내어  트 닉스 야  스  등에 공하고 다. 그러 , 들 결 에는 마  

프  리는  향  통하는 공  태  결함  ~수십 개cm
-2
 도,  결함  10

4
 내지 10

5
cm

-2 

 도  는 경우가 많다. 러한 결함 ,  들  비특허 헌 2  비특허 헌 3에 재 어 는

 같 ,  스  하  에 누  등   다. 결  결함  감하는 것  SiC

스 에  가  한 과  하  여겨지고 다. 

마  프는 SiC 단결   결  결함  리 매 어 지 지 많  연  보고가 다. [0007]

결  내  마  프는 시드 결 에 재하  마  프가 어진 것  경우가 많다. 결   

술  진보에 하여, SiC 단결  웨  평균  마  프  재 수는 어드는 경향  , 결

  에 하는  폴리타 프  다결  등  2상   하여 새 게 생하여, 시드 결 보다

 결  마  프  수가 많아진다고 하는 는 재에도 하게 해 지는 않았다. 

근에는 SiC 단결   결함도 게 주  고 다. SiC 단결   결함  생  에 하여[0008]

는 지지 않  도 많지만, 하에 개략  한다. 

통   또는 통 칼 (刃狀)  등  통 에 하여는 마  프  마 가지 , 시드 결[0009]

에 원래 재하  것   결 에도 어지는 경우가 많다. 그러 , SiC 단결  특  결   

에  ({0001})  미 럼  하는 (  )가 비  하게 생한다. 것  SiC 단결

   개량 리 에 는 열  거  가피하게 생하는 , SiC  주미 럼  {000

1}  계 단  고 에 는 매우  다(  들 , 비특허 헌 4 등 ).   그

체는  향에 하여 거  수직  미 럼  가지고  에,  향  하지 않는다. 그런
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,  는 결   과 에   향 ([0001])  통하는 미 럼  가진 통  변 하여

어지는 경우가 고, 결과   결   도가 가하는 것  생각 다. 

술한  같 ,  결  질  시드 결  질에 하는 도 지만, 그 한편 ,  질[0010]

SiC 단결  시드 결  하여 결   하 다고 하 라도, 결   에 는  폴리타 프,

다결 , 또는 가피한 열  등도 원  어 결  결함  새 게 생하여,  결  질  하하는

경우도 지 않다.  같   피하고, 고 질  SiC 단결  안  하는 술  개  

래  하게 루어지고 다. 

 들 ,  하는 폴리타 프  안  시 는 술  특허 헌 1에는 어   순[0011]

 결 에 가하는  타  다. 것  단결  SiC  시킬 에, 탄  원  치에 원 수 도

5×10
18
cm

-3  
상, 는, 5×10

19
cm

-3  
상  질  가함 , 결  내  탄 /규  원 비 (C/Si비)

실  가시 고,  C/Si비  건 하에  우  핵 생 하는 4H 폴리타 프  안  

하는 것   한 것 다. 

또한, 특허 헌 2에는 N (N  N≥3  연수)   공  포함하고, 각  공  n  공 (n  [0012]

연수 , 1에  시 하여 N  는 수)  타냈  경우, n=1  1  공 에 어 는 {1-10O}

 프  각도 ±20˚ 하  , 또는 {11-20}  프  각도 ±20˚ 하   1 

 시  1 시드 결  사 하고, 상  1  에 SiC 단결  시  1  결  

하고, n=2, 3, …,  (N-1) 째  간  공 에 어 는 (n-1)  45 내지 90˚ 울 고, 또

한 {0001}  60 내지 90˚ 울   n  한 n 시드 결  (n-1)  결

하고,  n 시드 결  상  n  에 SiC 단결  시  n  결  하고, n=N

  공 에 어 는 (N-1)  결  {0001}  프  각도 ±20˚ 하    

 시   시드 결  (N-1)  결  하고,   시드 결  상   

에  태  SiC 단결  시킴 , 마  프 결함,  결함, 층 결함 등   고

질 SiC 단결    개시 어 다. 

한편, SiC 단결  결  질에 한 향  미치는 는 결    단계에 생하는 것  많다.[0013]

 들 , 비특허 헌 5에 타내는  같 , 결   극   , 시드 결 과  결  계 에

  결함  량 생하는 상  고, 또한,  들 , 비특허 헌 6 등에 재 어 는  같 ,

결   에는  폴리타 프  생 도  것  알  다. 

결   에 생한 결함  는 계 하는  에 하고, 결함 도는  후  갈수  감[0014]

하지만, 그 는  료 지 하  에, 아 리  질  시드 결  사 하 다고 하 라도,

 결  결함 도가 어느 보다 하하지 않게 다. 라 , SiC 단결  고 질  도 하는  

어 ,   결  결함 생  억 하는 것  가결하다. 

 에 결  결함  생하는 는 시 에    지는 않지만, 하 는 개량 리 에 [0015]

어  가피하게 생하는 열  시드 결 과  결  계 에 는 다고 생각 다. 또한, 근  연

에 하여, 시드 결 과  결  순  원  도 도   하  것  알 수 다. 

순  원  도 에 안하여, 특허 헌 3   루어 다.  특허 헌에는  결  내  가[0016]

원  도   결  에  시드  결  과  동 한  도   도  변   내에

(漸增) 또는 감(漸減)시  망하는 도 지 변 시킴 , 시드 결 과  결  계 에  결함

생  억 하고, 고 질  탄 규  단결  하는  개시 어 다. 

행 술 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) 본 공개 특허 공보 평9-157091  [0017]

(특허 헌 0002) 본 공개 특허 공보 2003-119097  

(특허 헌 0003) 본 공개 특허 공보 2006-290635   
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비특허 헌

(비특허 헌 0001)  Yu. M. Tairov and V. F. Tsvetkov, Journal of Crystal Growth, vols. 52 (1981) pp.[0018]

146-150 

(비특허 헌 0002)  P. G. Neudeck, et al., IEEE Electron Device Letters, vols. 15 (1994) pp.63-65 

(비특허 헌 0003)  H. Lendenmann, et al., Materials Science Forum, vols. 389-393 (2002) pp. 1259-1264 

(비특허 헌 0004)  A. V. Samant, et al., Physica Status Solid i (A), Vols. 166 (1998), 1, pp. 155-169 

(비특허 헌 0005)  P. Wu, et al., Journal of Crystal Growth, vols. 310 (2008) pp. 1804-1809 

(비특허 헌 0006)  C. Basceri, et al., Materials Science Forum, vols. 527-529 (2006) pp.39-42 

 내

해결하 는 과

그러 , 술한 특허 헌 1에 재 어 는 에 는 결    , 시드 결 과  결  계[0019]

에  결함 생  하게 피할 수는 없었다. 

특허 헌 2에 재 어 는 에 도 마 가지여 ,  N  에 어  고 질   시드 결[0020]

사 하 다고  하 라도,    결함  생에  하여,  시드  결 보다  질   결  할  수

없었다.

한편, 특허 헌 3     결함 생  억   한 것 었다. 그러 , 특허 헌 3  [0021]

 가지고 하 라도, 결함 도  감에 하여는 한 것  아니고, 또한  에 는  결  시

드 결  근  역에 어  가 원  도는 시드 결  내  가 원  도에 맞  필 가 고, 그것

망하는 폴리타 프  안  에  여하지 않는 경우에는  폴리타 프  생  아 , 결

 하하는 경우도 었다. 

본  상  사  감안하여 루어진 것 , 마  프 결함   결함   양질  SiC 단[0022]

결 과  단결  가공 는 양질  SiC 단결  웨  공하는 것 다. 

과  해결 수단

본  하   루어진 것 다. [0023]

(1) 순  가 원  도가 2.2×10
19
cm

-3
 상  시드 결 과 시드 결  에 한  결  루어[0024]

지는 탄 규  단결 , 상   결  어도 시드 결  근  역  순  가 원  도가 2×

10
19
cm

-3
 상, 6×10

20
cm

-3
 하 , 또한, 시드 결 과  결  계  후에 어  순  가 원  

도가  것과 낮  것  비(고 도측 결  도/ 도측 결  도)가 5  내  것  특징  하는

탄 규  단결 . 

(2) 상  시드 결  근  역  시드 결 과  결  계   결  측에 께 0.5 ㎜ 내  [0025]

역  것  특징  하는 (1)에 재  탄 규  단결 . 

(3) 상  순  가 원  도가  것과 낮  것  비가 2  내  것  특징  하는 (1) 또는 (2)에[0026]

재  탄 규  단결 . 

(4) 상  순  가 원  도가  것과 낮  것  비가 1.5  내  것  특징  하는 (1) 내지 (3)[0027]

 어느 하 에 재  탄 규  단결 . 

(5) 상  시드 결  근  역  순  가 원  도가 5×10
19
cm

-3  
상, 6×10

20
cm

-3
 하  것  특징[0028]

하는 (1) 내지 (4)  어느 하 에 재  탄 규  단결 . 

(6) 상  시드 결  근  역  순  가 원  도가 1×10
20
cm

-3  
상, 6×10

20
cm

-3
 하  것  특징[0029]
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하는 (1) 내지 (5)  어느 하 에 재  탄 규  단결 . 

(7)  상  순  가  원 가  질  것  특징  하는  (1)  내지  (6)   어느  하 에  재  탄 규[0030]

단결 . 

(8) 주  폴리타 프가 4H  것  특징  하는 (l) 내지 (7)  어느 하 에 재  탄 규  단결 . [0031]

(9) 시드 결  근  역  한  결  가공한 {0001}  8˚ 프 웨 에  는 각  [0032]

에 한 에치 피트 도  합계가 1×10
4
cm

-2
 하  동시에, 마  프  도가 10개cm

-2
 하  (1)

내지 (8)  어느 하 에 재  탄 규  단결 . 

(10) 시드 결  근  역  한  결  가공한 {0001}  8˚ 프 웨 에  는 각  [0033]

에 한 에치 피트 도  합계가 5×10
3
cm

-2
 하  동시에, 마  프  도가 5개 cm

-2
 하  (1)

내지 (9)  어느 하 에 재  탄 규  단결 . 

(11) (1) 내지 (10)  어느 하 에 재  탄 규  단결  시드 결  근  역  한  결  가공[0034]

하여 루어지는 탄 규  단결  웨 , 경  75 ㎜ 상, 300 ㎜ 하 , 에지  역  한 폴

리타 프는 4H  것  특징  하는 탄 규  단결  웨 . 

 과

본  SiC 단결  결  결함  고,  단결  가공  웨 는 양질  에, 스[0035]

웨   능  한다. 

도  간단한 

도 1  본  단결  하는  사 한 단결   치   타내는 도 다. [0036]

 실시하  한 체  내

본  SiC 단결  시드 결 과 시드 결  에 시   결  루어지고,  결   [0037]

순  가 원  도가 2×10
19
cm

-3
 상, 6×10

20
cm

-3
 하  시드 결  근  역  가지고, 또한 시드 결 과

 결  계   향  후에  순  가 원  도가  것과 낮  것  비(계  후  고

도측 결  도/계  후  도측 결  도)  5  내  억 함 , 마  프 결함

 결함  도가 낮게 억 고  단결  질  다. 

여 , 술한 시드 결  근  역 란, 결    단계  결  결함   폴리타 프  생[0038]

 역  가리 다.  역  순  도  본   함 , 결  결함  생   억

하고,  결  고 질 할 수 다. 

시드 결  근  역  어 한  결  순  도는 스 등   사양에 맞 어 할 수도[0039]

다. 시드 결  근  역  어 한  결  순  도에 하여는 특  한  없다. 시드 결

근  역  께는  건에도 향  지만, 0.5 ㎜ 내 , 거  곳  계 가공  에 들

어가 , 스  웨  수득 매수(枚數)에 한 향  시할 수 다고 하는 에  다. 다만, 0.05

㎜보다 시드 결  근  역  얇아지 ,  안 한 역  커 할 수 없게 므  람직하지 않다. 본

 SiC 단결  래  SiC 단결 과 동등한 웨  수득 매수  보할 수 므 , 비 에  리하

지 않게 다. 

시드 결 과  결  계   향  후에  순  가 원  도비는 는 2  내 ,[0040]

한층  는 1.5  내 다. 도비 1 (동  도)  상 지만, 실 는 결  에 사 하는

도가니  단열재  원  염 에, 고체 도 트 스에 한 경우에는 SiC  포  압  ,

아가  도  미 한 변동에 한 순  결    변 가  에, 시드 결 과  결

 도  하게 동 하게 하는 것  곤란하다. 그 에, 만  그것  실 하 고 하 , 특수한 고순도

재   도가니  사 하거 ,  프  극  하게 리하는 것 등  필 하고, 것  생

산  비  에  람직하지 않다. 시드 결 과  결  계  후에  순  원  도  

하게 동 하게 하지 않 라도, 본   하  과   얻  수 다. 
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 결  시드 결  근  역  순  가 원  도는 는, 5×10
19
cm

-3 
상, 6×10

20
cm

-3
 하 ,[0041]

한층  는, 1×10
20
cm

-3  
상, 6×10

20
cm

-3
 하 다. 순  가 원  도가 2×10

19
cm

-3  
 미만에 는

본  과  얻 가 어 고, 6×10
20
cm

-3  
, 다결  생  아지므  람직하지 않다. 또

한, 술한 에 하여,  순  가 원  도는 결   에 아지는 경향  고,

시드 결  내  가 원  도가 낮  경우에는  결 과  도비  게 하는 것  곤란해진다. 시드 결

 근  역  가 원  도  본   하  경우에는 계   향 후  도비  게

한다는 에 어 도 리하게 다. 

순  가 원 는 SiC  도 트 원   질 , (B), 알루미늄(Al), 또한 결  고 항 하[0042]

 하여 사 는 듐(V) 등  택할 수 다. 그 에 도, 질 가 다. 질  가는 가스 

스 (N2)  사 할 수 므 , 도  어가 하다. 또한 질  가에 하여, 워 스 

가  합하다고 여겨지는 4H 폴리타 프  핵 생   여  폴리타 프  재  억 할 수 다. 

본  SiC 단결  결함 도가 낮고, 고 질 단결  는 는 하에 말하는  개  과에 한[0043]

것 다. , 1 과는 결   안 하게  쉬운 결   에 어 ,  결   순

 도가  스  웨 에 한 순  도(  들 , 질  도  5×10
18
cm

-3  
상, 2×

10
19
cm

-3
 미만)보다  에, 망하는 폴리타 프가 우  핵 생 하여,  폴리타 프  재가 억

는 것 다. 2 과는 시드 결 과  결  계 에  가 원  도 가  에, 격  상

수 타 값  치에 하는 결함 생  억 는 것 다. ３ 과는 시드 결 ,  결  계 에

   생 수가  것 다. ４ 과는   통  변  하하

에,  가 생하여도  향  하지 않게 는 것 다. 

상 한 3 과  ４ 과에 하여는, 재 는 측에 지 지 않지만, 생각할 수 는 커니 에 하[0044]

여 하에 한다. 우  ３ 과에 하여는 순  고 도  가한 결 에 하여,   하가

고 는 것  시사하는  같 , 원  가에 한 계 단  상승  생각할 수 다. 개량 

리 에 는 열  생  거  가피 지만, 계 단  상승에 하여,  생  경감할 수

다. 다 , ４ 과에 하여는 C/Si비  가에 한  드 변  향  생각할 수 다. 다만,

Si   SiC 에피  막 에 하여는 C/Si비가  경우에   통  변

 아진다는 연  보고도 므 , ４ 과  한 상  , 카본  라는 특  고

할 필 가 다. 또한, 본  결함 억  커니 에 하여 한 지 않는다. 

본  SiC 단결  래  과  결    결함 생   폭  억 었다. 것  본 [0045]

 SiC 단결 만  술한 4개  과  동시에 얻  수  고, 특 , 3 과  ４ 과에 하

여는 본 에 해  낸 것 다. 

본  SiC 단결  하  한 시드 결  스   는 질  도(  들[0046]

, 5×10
18 
내지 1×10

19
cm

-3
 도)보다  도  질  함 시킬 필 가 다.  에, 스  웨

  결   실시하는 경우에는  에  질  감하여 망하는 도  할 필 가 고,

한편, 시드  한 단결  스 도  할 수 없는 경우도 다. 그러 , 원래, 개량 리

에  단결  는 시드 결  결   치도 포함하는  재생산 사  실시할 필 가 므

, 시드  결   공  사 에 포함하 라도, 생산  하 등  는 생하지 않는다. 

본 에 어 는 시드 결  근  역  한  결  가공한 {0001}  8˚ 프 웨 에  [0047]

는 에 한 에치 피트  도는 1×10
4
cm

-2
 하  동시에, 마  프  도가 10개cm

-2
 하

, 한층  람직한 건하에 는 에치 피트  도는 5×10
3
cm

-2
 하 고, 마  프  도가 5개cm

-2

하 다. 

 질  웨  상에 스  하  경우, 래 웨 에 비하여 누   경감 등  과  할[0048]

수  에, 특   스에 합하다. 

SiC 단결  경  커질수   질  지하 가 어 워지지만, 본  술  본   결[0049]

 사 에 하지 않  에, 경 75 ㎜ (3 치) 상, 300 ㎜ 하  웨 가  가능한 경
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단결 에 하는 경우에 과가  다. 경 75 ㎜(3 치) 상  웨 는 공업  립 어 는 

래  도체(Si, GaAs 등)   라  할 수  에, 공업 생산에 하고, 본  웨 는

에지  역  한 폴리타 프가 4H만  어 므 , 스  생산  다. 또한, 에지 

 역 란,  직경 76 ㎜(3 치) 웨  경우에는 주  2 ㎜ 도 내측, 직경 100 ㎜ 웨

 경우에는 주  3 ㎜ 도 내측 지  역 ,  역  질 보  상  여겨  스 과

 등에는 사 지 않는 역 다. 

실시[0050]

하, 본  실시   비 에 하여 체  한다. 도 1  본  실시   비  단[0051]

결  하  하여 사 한 개량  리 에  결   치 다. 결   승  원료(2)  도

가열에 하여 승 시 고, 시드 결 (1) 상에 재결 시킴  루어진다. 시드 결 (1)  연 뚜껑(4)

내 에 어 고, 승  원료(2)는 연 도가니(3)  내 에 다.  연 도가니(3)  연 뚜껑

(4)  열 쉴드  하여 연  트(7)  피복 고, 2   브(5) 내  연 지지 (6) 에 치 다.

 브(5)  내  진공  치(11)  사 하여 1.O×10
-4
 Pa 미만 지 진공 한 후, 순도 99.9999%

상  고순도 Ar 가스 , (9)  거쳐 매스 플 우 어 (10)  량  어하   내에 시

고,  내 압  80 kPa  지하  워   (8)에 고주   , 연 도가니 하   

도  2400℃ 지 상승시 다. 

질  가스(N2)도 마 가지  (9)  거쳐 매스 플 우 컨트 러(10)  량  어하   내에 [0052]

시 고,  가스  질  압  어하여, SiC 단결  내에 는 질  원  도  하 다.

도가니 도  계측  도가니 상   하  연  트(7)에 직경 2 내지 15 ㎜   치하고 2색 도

계에 하여 실시한다. 도가니 상  도  시드 결  도, 도가니 하  도  원료 도  하 다. 그 후,

 내 압   압  0.8 kPa 내지 3.9 kPa 지 약 15 에 걸쳐 감압하고,  상태  60시간 지하여

결   실시하 다. 

 (실시  1) [0053]

, 실시  1  결   실시하  한 시드 결  SiC 단결  곳  하 다. [0054]

 결  내  질  도가 시드 결 과  계  1 ㎜ 상 어진 역에  2.2×10
19
cm

-3
 는 건[0055]

, 술한 단결   치  사 한  프 스에 하여 경 79 ㎜  SiC 단결  곳  하 다.

 결  질  도  망하는 값  하  하여,  결  1 ㎜에 도달하 다고 측 는 시간

 료 지    질  가스  압  100 Pa  어하고,  개시 시  질  가스  압  시

드 결  질  도 등  고 한 값  하 다. 다 , 게 하여 얻  시드 결  SiC 단결  곳

계 가공하고, 경 77㎜  {0001}  8˚ 프 웨  복수  하여, 양  연마하 다. 결  

도  평가하  하여 1  웨  약 530℃   KOH  에칭하고, 에치 피트  실시하 다. 그 결

과, 통 ,  에 한 에치 피트  도는 각각 2.1×10
4
cm

-2
, 4.9×10

3
cm

-2
, 에 하

는 에치 피트 도  합계는 2.6×10
4
cm

-2
었다. 또한, 마  프에 하는 에치 피트  도는 1.7개

cm
-2

었다. 

지  웨   1  시드 결  하여 술한 단결   치  사 한 프 스에 하여, 실시  1[0056]

 SiC 단결   실시하 다. 질  가스  압   개시시에 180 Pa  하여 12시간 지하 다. 그

후, 스  웨 에 합한 질  도(5×10
18
cm

-3  
상, 2×10

19
cm

-3
 미만)  하  하여, 180 Pa에  65

Pa 지 8시간 들여 감하고, 거 에   료 지는 65 Pa  값  도  어하 다. 

게 하여 얻  SiC 단결  곳  경  79 ㎜, 는 30 ㎜ 도 었다. X    라만 산란에 하여[0057]

한 , 4H 폴리타 프가 한 것  할 수 었다. 시드 결  근   결  질  도  하

 하여, 곳      향과 평행한  가진 시험편  라내어, 2   질량

(SIMS: Secondary Ion Mass Spectrometry)  하여 측 하 다. 시드 결 과  결  계 에 

어  시드 결 측  질  도는 2.2×1O
19
cm

-3
,  결 측  질  도는 4.5×10

19
cm

-3
었다. 라 ,

계  결   향  후에 어  순  가 원  도가  쪽과 낮  쪽  비(질  도비)는
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4.5×10
19
cm

-3
/2.2×10

19
cm

-3
=2.05 었다. 

시드 결 과  계  0.35 ㎜ 지  역   결  략 술한 질  도(2.2×10
19
cm

-3
) 었  [0058]

에,  역  시드 결  근  역 었다. 

또한,  결   도  측 하  하여, 시드 결  근  역  한  후   경[0059]

77 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  하고, 연마한 후, 에치 피트  실시하 다. 통 , 

에 한 에치 피트  도는 각각 5.7×10
3
cm

-2
, 2.4×10

3
cm

-2
, 각  에 하는 에치 피트 도

 합계는 8.1×10
3
cm

-2
, 마  프에 하는 에치 피트  도는 1.7개cm

-2
었다. 

또한, 한 웨  색  안  한 , 에지  역  포함하여 웨 는 4H 폴리타 프만  [0060]

어 는 것  할 수 었다. 

(실시  2)[0061]

술한 결   치  사 한  프 스에 하여, 실시  2  결   시드 결  하  [0062]

하여,   결  내  질  도가  시드  결 과  계  2  ㎜  상  어진  역

5.1×10
19
cm

-3
, 경 103 ㎜  SiC 단결  곳  하 다.  경우,  개시시  하고 질  가스 

압  230 Pa  어하 다.  곳  계 가공하여, 경 101 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  복수  

하고, 양  연마하여, 1  웨  에치 피트  하 다. 통 ,  에 한 에치 피트

도는  각각  6.8×10
3
cm

-2
,  1.8×10

3
cm

-2
고,  각  에  하는  에치  피트  합계한  도는

8.6×10
3
cm

-2
, 마  프에 하는 에치 피트  도는 1.1개 cm

-2
었다. 

지  웨   1  시드 결  하여 술한 결   치  사 한 프 스에 하여 실시  2[0063]

SiC 단결   실시하 다. 스  웨 에 한 질  도(5×10
18
cm

-3 
상, 2×10

19
cm

-3
 미만)

하  하여, 질  가스 압   개시시  료 지, 260 Pa  값  도  어하 다. 

게 하여 얻  SiC 단결  곳  경  103 ㎜, 는 25 ㎜ 도 었다. X    라만 산란에 하[0064]

여 한 , 4H 폴리타 프가 한 것  할 수 었다. 곳      향과 평

행한  가진 시험편  라내어, SIMS  사 하여 단결   질  도  측 하 다. 

 결  계 에 어  시드 결 측  질  도는 5.1×10
19
cm

-3
,   결 측  질  도는 6.3×[0065]

10
19
cm

-3
었다. 라 , 계  결   향  후에 어  순  가 원  도가  것과 낮  것

 비(질  도비)는 6.3×10
19
cm

-3
/5.1×10

19
cm

-3
=1.23 었다. 

시드 결 과  계  0.5 ㎜ 지  역   결  략 술한 질  도(5.1×10
19
cm

-3
) 었  [0066]

에,  역  시드 결  근  역 었다. 

또한, 시드 결  근  역  한  후   경 101 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  하[0067]

여, 연마하 다. 얻  웨  색  안  한 , 웨 는 에지  역  포함하여  4H 폴리타

프만  어 었다. 

1  웨 에 하여 에치 피트  실시하 다. 통 ,  에 한 에치 피트  도는 각[0068]

각 5.3×10
3
cm

-2
, 1.1×10

3
cm

-2
, 각  에 하는 에치 피트 도  합계는 6.4×10

3
cm

-2
, 마

프에 하는 에치 피트  도는 0.9개 cm
-2

었다. 

 (실시  3)[0069]

실시  1과 마 가지  하여, 경 79 ㎜  SiC 단결  곳  시드 결  하 다. 시드 결[0070]

1 ㎜ 어진 역   결  질  도가 2.O×10
20
cm

-3
 도 ,  개시시  하고 질  가

스 압  1 kPa  어하 다. 

 곳  계 가공하여, 경 77 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  복수  하고, 양  연마하여, 1[0071]
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웨  에치 피트  하 다. 통 ,  에 한 에치 피트  도는 각각 5.6×10
3
cm

-2
,

1.1×10
3
cm

-2
, 각  에 하는 에치 피트  합계하 , 그 도는 6.7×10

3
cm

-2
, 마  프에

하는 에치 피트  도는 0.06개cm
-2

었다. 

지  웨   1  시드 결  하여 술한 단결   치  사 한 프 스에 하여 하여 실[0072]

시  3  SiC 단결   실시하 다. 

 개시시  질  가스 압  900 Pa  하고,  압  12 시간 지하 다. 그 후, 스 도에 [0073]

한 캐리어 도(질  도 (5×10
18
cm

-3 
상, 2×10

19
cm

-3
 미만))  하  하여, 10 시간에 걸쳐  질  압

감시  70 Pa  하고,  도  료 지는 70 Pa  한 값  도  어하 다. 

 같  하여 얻  SiC 단결  곳  경  79 ㎜, 는 29 ㎜ 도 었다. X    라만 산란에 [0074]

하여 한 , 4H 폴리타 프  단결  한 것  할 수 었다. 

곳      향과 평행한  가진 시험편  라내고, SIMS  하여 질  도[0075]

 측 하 다.  결  계  시드 결 측  질  도는 2.O×10
20
cm

-3
,   결 측  질  도는

1.9×10
20
cm

-3
었다. 라 , 계  결   향  후에  순  가 원  도가  것과 낮  것

 비(질  도비)는 2.0×10
20
cm

-3
/1.9×10

20
cm

-3
=1.05 었다. 

시드 결 과  계  0.6 ㎜ 지  역   결  략 술한 질  도(2.O×10
20
cm

-3
)  [0076]

에, 실시  3에 어  시드 결  근  역   0.6 ㎜  역 었다. 

또한, 시드 결  근  역  한  후   경 77 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  하[0077]

다. 얻  웨  색  안  한 , 한 웨 는 에지  역  포함하여  4H 폴리타

프만  어 었다. 

1  웨  연마한 후, 에치 피트  실시하 다. 통 ,  에 한 에치 피트  도[0078]

는 각각 2.3×10
3
cm

-2
, 0.7×10

3
cm

-2
, 각  에 하는 에치 피트 도  합계는 3.0×10

3
cm

-2
, 마

 프에 하는 에치 피트  도는 0.02개cm
-2

었다. 

또한, 상  SiC 단결  곳  시드 결  근  역  한  후  , 경 75.2㎜(3 치)[0079]

{0001}  8˚ 프 웨  하고, 다 아몬드 숫돌에 하여 연마하여 경  웨  하고, Si 에  에

피   실시하 다. 

에피   건   도 1550℃, 실란(SiH4), 프 (C3H8), 수 (H2)  량  각각 32 cc/ , 21[0080]

cc/ , 150 L/ 고, 질  가스는 층에 어  캐리어 도가 1×10
16
cm

-3
 는 량  하고, 약 5㎛

 층  시 다. 게 하여 한 에피   에 MOSFET  하고, 게 트 연막  내

압  측 한 , 략 800 V 었다. 

 (비  1)[0081]

실시  같 , 비  실험에 앞 , 미리 시드 결   경 79 ㎜  SiC 단결  곳  하 다. [0082]

결   질  도가 시드 결  2 ㎜ 상 한 역  1.4×10
19
cm

-3
 도 ,  도 에

 료 지  질  가스 압  65 Pa  어하 다. 

 곳  술한 실시  마 가지  계 가공하고, 경 77 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  복수  [0083]

하고, 양  연마하 다. 또한, 술한 실시  동 하게 하여 단결   도  평가하 다. 통 ,

 에 한 에치 피트  도는 각각 1.3×10
4
cm

-2
, 3.2×10

3
cm

-2
, 각  에 하는 에치 피

트  합계한 도는 1.6×10
4
cm

-2
, 마  프에 하는 에치 피트  도는 2.1개 cm

-2
었다. 

한 웨  1  시드 결  하여 술한 결   치  사 한 프 스에 하여 비  1  SiC[0084]

결   하 다. 순  도는 스  웨 에 합한 질  도(5×10
18
cm

-3 
상, 2×10

19
cm

-3
 미만)
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  하여, 질  가스  압   개시  료 지 900 kPa   하 다. 

 같  하여 얻  SiC 단결  곳  경  79 ㎜, 는 24 ㎜ 도 었다. X    라  산란에 [0085]

하여, 4H 폴리타 프가 주체  것  었다. 곳      향과 평행한  가진

시험편  라, SIMS  사 하여 질  도  측 하 다. 시드 결 과  결  계 에 어 , 시드 결

측  질  도는 1.4×10
19
cm

-3
,  결  시드 결  근  역  질  도는 1.9×10

20
cm

-3
었다. 라

, 계  결   향  후에  순  가 원  도   쪽과 낮  쪽  비(질  도비)는

1.9×10
20
cm

-3
/1.4×10

19
cm

-3
=13.5 었다. 

또한, 학 미경  과상  한 , 시드 결 과  결  계 에 어 , 3C 폴리타 프  SiC 다결[0086]

 핵  었다. 다결  생 원   질  도 에 하여 생 , 시드 결 과  결  값

치  생각 다. 

시드 결  근  역  한  후   경 79 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  하고, 연[0087]

마한 후, 에치 피트  실시하 다. 통 ,  에 한 에치 피트  도는 각각 3.7×10
5
cm

-

2
, 1.2×10

4
cm

-2
고, 각 에 하는 에치 피트 도  합계는 3.8×10

5
cm

-2
, 마  프에 

하는 에치 피트  도는 38.2개cm
-2

었다.  도는 거   에  가하고, 마  프는 주

다결  핵   하여 생하 다. 

또한, 얻  웨  색  안 검  한 , 에지  역  한 웨  폴리타 프는 4H 폴리[0088]

타 프가 주체 지만, 3C 폴리타 프가 재  것 었다. 

(비  2)[0089]

비  1에 어 , 시드 결  미리 비한 것과 동 한 곳  가공한 시드 결  사 하여,[0090]

술한 결   치  사 한 프 스에 하여 비  2  SiC 결   실시하 다. 순  도는 

스  웨 에 한 질  도 (5×10
18
cm

-3  
상, 2×10

19
cm

-3
 미만)   하고, 질  가스  압

 개시 시 에 는 30 Pa  하고, 그 후 6시간에 걸쳐 65 Pa  시 고, 그 후  료 지 65 Pa  

하게 하 다. 

 같  하여 얻  SiC 단결  곳는 경  79 ㎜, 는 33 ㎜ 도 었다. X    라만 산란에 [0091]

하여, 4H, 6H, 15R  3  폴리타 프가 었다. 

곳      향과 수직  가진 시험편  라내어 SIMS  하여 질  도  측[0092]

하 다.  결  계 , 시드 결 측  질  도는 1.4×10
19
cm

-3
고,  결  시드 결  근  역

 질  도는 1.2×10
19
cm

-3
었다. 라 , 계  결   향  후에  순  가 원  도가 

 것과 낮  것  비(질  도비)는 1.4×10
19
cm

-3
/1.2×10

19
cm

-3
=1.17 었다. 

학 미경  과상  한 , 시드 결  근     결 에 어 , 4H, 6H, 15R  3 [0093]

 폴리타 프가 재하여 생하 다.  안 하  쉬운  에 어   결  시드 결

근  역  질  도가 1.2×10
19
cm

-3
 낮  에, 4H   폴리타 프  핵  생 어, 

료 지 어진 것  생각 다. 

시드 결  근  역  한  후   경 79 ㎜  {0001}  8˚ 프 웨  하고, 연[0094]

마한 후, 에치 피트  실시하 다. 통 ,  에 한 에치 피트  도는 각각 6.6×10
4
cm

-

2
, 0.9×10

4
cm

-2
고, 각  에 하는 에치 피트 도  합계는 7.5×10

4
cm

-2
, 마  프에 

하는 에치 피트  도는 81.5개cm
-2

었다. 마  프는 주   폴리타 프  계 에  생하고, 

 에 폴리타 프 계  하 라도, 마  프는 그 후에 하는 결  에도 하 다. 또한,

는  에 걸쳐  도  재하 지만, 마  프  주변 에 는 특  았다. 

또한, 얻  웨  색  안  하 니, 에지  역  한 웨  폴리타 프는 4H 폴리타[0095]

프가 주체 지만, 특  웨  주변 에  6H, 15R  폴리타 프가 다수 재  것 었다. 
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비  2  SiC 단결  곳  시드 결  근  역  한  후  , 경 75㎜(3 치)[0096]

{0001}  8˚ 프 웨  하고, 다 아몬드 숫돌에 하여 연마하여 경  웨  하고, Si 에  에

피   실시하 다. 에피   건  실시  3과 동 하게 하 다. 

한 에피  에는 4H   폴리타 프도 재하고 므 , 4H 폴리타 프 , 마[0097]

프가  역  택하여 MOSFET  하고, 게 트 연막  내압  측 하 다. 그 결과, 내압

략 340 V 었다. 

 

1 시드 결 (SiC 단결 ) [0098]

2 승  원료 

3 연 도가니 

4 연 뚜껑 

5 2   브 

6 지지  

7 연  트 

8 워   

9 가스  

10 가스  매스 플 우 어  

11 진공  치 

등록특허 10-1379941

- 13 -



도

도 1

등록특허 10-1379941

- 14 -


	문서
	서지사항
	요 약
	대 표 도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 내용
	해결하려는 과제
	과제의 해결 수단
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명
	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용
	부호의 설명

	도면
	도면1




문서
서지사항 1
요 약 1
대 표 도 1
특허청구의 범위 3
명 세 서 4
 기 술 분 야 4
 배 경 기 술 4
 발명의 내용 6
  해결하려는 과제 6
  과제의 해결 수단 6
  발명의 효과 7
 도면의 간단한 설명 7
 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 7
 부호의 설명 13
도면 14
 도면1 14
